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【はじめに】 

緑色 LED材料の主流は、青色から緑色まで発光する InGaN系であるが外部量子効率が

約 20%と顕著に低いことおよび Inや Gaの資源の枯渇リスクが課題である。本研究の目的

は、Gaより資源が豊富な ZnOを用いて、p-ZnO:Cu, N/n-SiCのヘテロ接合デバイスを作

製し、緑色発光させることである。本研究では、Cuが ZnO中で形成する準位を緑色発光

センターとして用いた[1]。また、ZnOにN添加することにより、p型化を試みた[2][3]。 

【実験方法】 

RFマグネトロンスパッタリング法により ZnOターゲット(純度:4N、φ4 inch×t5 mm、

高純度化学研究所)の上に Cuチップ(φ10 mm×t1 mm、高純度化学研究所)を置き、 Ar / N2 

(流量比:1/9sccm)雰囲気中で n-SiC (0001)基板上に ZnO:Cu,N 薄膜を成膜した。その後、

N2雰囲気中にて 800℃で 60 分の熱処理を行い結晶性の向上を図った。薄膜の分析法として

XRD、PLおよび I-V 測定等を用いた。 

【結果と考察】 

図 1に ZnO:Cu,N/SiC(0001)基板において、ZnO薄膜側からHe-Cdレーザ励起した場合の

PLスペクトルを示す。Cuチップを添加することにより 530nmを中心とした緑色の欠陥ピ

ークが増大した。図 2に同試料の I-V測定結果を示す。p-n接合の整流性を確認でき、Cu

および N添加により p-ZnO薄膜が形成できることが分かった。電流注入発光あるいは電界

発光特性については、当時報告する。 
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図 1 p-ZnO:Cu,N/n-SiC の PL スペクトル

I-V測定結果 

図 2 p-ZnO:Cu,N/n-SiCの IV 
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